
三接面太陽能電池的外部量子效率之研究

張聖翔、李得勝、陳昭翰

E-mail: 366294@mail.dyu.edu.tw

摘 要

本論文主要以有機金屬化學氣相沉積法(metal-organic chemical vapor deposition, MOCVD) 在鍺(Ge)基板上成長高品質的三接

面太陽能電池(GaInP/GaInAs/Ge)之研究。由於三接面太陽能電池的結構相當複雜，為降低開發成本與縮短開發的時程，

本研究以外部量子效率(external quantum efficiency, EQE)來了解結構設計變化時對電池元件特性的影響；同時將電池晶片以

標準製程製成10 mm × 10 mm的電池，以太陽光模擬器(solar simulator)下進行量測，取得電池的實際轉換效率。藉由外部

量子效率(EQE)的量測結果與轉換效率進行交互分析，以進一步瞭解如何有效提升轉換效率。

關鍵詞 : 有機金屬化學氣相沉積、砷化鎵、太陽能電池
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